Малых Павел

Физико-математический лицей г.Глазова

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ФОТОЭЛЕМЕНТА

Простейший фотоэлемент можно изготовить на основе использования вентильного фотоэффекта – возникновения ЭДС на границе двух полупроводников или полупроводника и металла (p-n переходы) при освещении светом.  Для этого можно использовать транзисторы p-n-p типа. Надо отметить, что не все новые транзисторы подойдут для этого, желательно использовать старые серии МП или новые КТ 18 Г. 
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Сначала у них стачивается крышка, для того чтобы на p-n переход попадал свет. Затем они соединяются следующим образом (на примере четырех транзисторов): две ветви из последовательно соединенных элементов соединяют параллельно. 

При таком соединении мы получим  сравнению с одним транзистором увеличение силы тока и напряжения в два раза. 
Такой элемент даст сравнительно маленькое напряжение и силу тока: в нашем случае напряжение примерно равно 0,5 В а сила тока 0,00004 А (при нормальном освещении). 
Очевидно, что если уменьшать или усиливать освещенность транзисторов, то также будет опускаться или возрастать напряжение и сила тока элемента (см. фото 1,2). На первой фотографии видно, что мультиметр показывает напряжение 0,56 В при нормальном освещении, но если транзисторы закрыть от части освещения напряжение уменьшится, и, как видно на второй фотографии, станет равным 0,28 В.
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Если требуется получить более мощный генератор, необходимо для увеличения силы тока увеличить количество параллельно соединенных ветвей,  а для увеличения напряжения - последовательно соединенных транзисторов в одной ветви.
В перспективе возможно создание более мощного генератора на таких фотоэлементах. 
